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現状、Ⅲ族窒化物半導体を用いた深紫外線（DUV） LEDの発光効率は低く、殺菌効率の向上や、幅広い用途への応用のため

に発光効率の改善が望まれている。発光効率が低い問題のひとつに、p型 AlGaN のキャリア濃度が低いことがある。この主要因

として、P型 AlGaN での Mgの活性化エネルギーが高いこと[1]、と、 pAlGaN中に V族空孔が形成し、正孔が補償されてしま

うこと[2, 3]がある。また、p 型 GaN でのドーピングメカニズムに関して、Mg が正電荷サイトに取り込まれる際、Mg-H錯体状

態であることが知られており [4]、そのため、Mg-と対になる H+の形成が重要なパラメータになる。GaN中での H+と H-の形成

されるフェルミ準位の境界は、伝導帯から 0.5eV付近に存在するため、Mg ドーピングの際、H+の形成が主であると考えられて

いる。一方、AlN 中では、伝導帯から 2.5eV 付近に存在する[4]ため、H+の形成は、成長中のフェルミ準位によっては阻害され

る可能性がある。本研究では、pAlGaN 中のMg-H錯体の形成について、pAlGaN の成長条件を変更し、評価を行った。また DUV 

LEDの特性についても、成長条件を pAlGaNと同様に変更し、評価した。MOVPE 法により、サファイア基板上に AlN、AlGaN

を成長させ、その後、Mgドープした AlN、AlGaNを成長させた。また、LED特性

評価についても、サファイア基板上に LED 構造を成長させ、電子ブロック層に上

記 pAlGaN と同条件により作製した。V/III比を変えた pAlGaNの H / Mg 濃度比(全

Mg 中の Mg-H 錯体比率)を図 1 に示す。Mg 濃度は、各 Al 組成において、V/III 比

を変化させても 1×1019 cm-3で一定であった。一方、Mg-H濃度比率は、各 Al 組成

において V/III 比が高くなるにしがって高くなった。つまり、成長条件の違いによ

って、pAlGaN 中の H+の形成が異なっていることを示している。次に、電子ブロッ

ク（EBL）層の V/III 比を変えた DUV LEDの光出力を図 2 に示す。光出力は、EBL

層の V/III 比を高くなるにしがって、光出力が高くなった。Mg-H 形成により、水素

原子様アクセプタ準位のMg が増加したとも考えられる。光学特性による pAlGaN

の欠陥準位の評価、電気特性評価等に関しては、当日報告したい。 
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図1 V/III比を変えたpAlGaNのH / Mg

濃度比 

図 2 EBL層のV/III比を変えたDUV 

LEDの光出力 
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